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【手続補正書】
【提出日】平成20年8月7日(2008.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップと、
　前記チップに配置された、複数の書き換え可能な不揮発性メモリセルを含む第１のメモ
リセルグループと、
　前記チップに配置された、複数の書き換え可能な不揮発性メモリセルを含む第２のメモ
リセルグループと、を備え、
　前記不揮発性メモリセルへのデータの書き込み時において、しきい値電圧の低電圧側を
ベリファイする際のベリファイ電圧を可変にすることを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項２】
　前記不揮発性メモリセルの書き込みしきい値電圧は、書き込み時のワード線のステップ
アップ電圧幅を可変とすることにより可変とされることを特徴とする請求項１に記載の半
導体集積回路装置。
【請求項３】
　前記不揮発性メモリセルの書き込みしきい値電圧は、ベリファイ読み出し時のワード線
を可変とすることにより可変とされることを特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路
装置。
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【請求項４】
　前記第１のメモリセルグループの読み出し時のワード線電圧と、前記第２のメモリセル
グループの読み出し時のワード線電圧とを可変にすることを特徴とする請求項１に記載の
半導体集積回路装置。
【請求項５】
　前記第１のメモリセルグループの書き込みしきい値電圧の分布幅は、前記第２のメモリ
セルグループの書き込みしきい値電圧の分布幅よりも狭いことを特徴とする請求項１に記
載の半導体集積回路装置。
【請求項６】
　前記第１のメモリセルグループの最大の書き込みしきい値電圧は、前記第２のメモリセ
ルグループの最大の書き込みしきい値電圧よりも低いことを特徴とする請求項１に記載の
半導体集積回路装置。
【請求項７】
　前記第１、第２のメモリセルグループはページであることを特徴とする請求項１に記載
の半導体集積回路装置。
【請求項８】
　前記第１、第２のメモリセルグループはブロックであることを特徴とする請求項１に記
載の半導体集積回路装置。
【請求項９】
　前記第１、第２のメモリセルグループはメモリセルアレイであることを特徴とする請求
項１に記載の半導体集積回路装置。
【請求項１０】
　前記第１、第２のメモリセルグループは、１本又は複数本のワード線単位で分けられて
いることを特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路装置。
【請求項１１】
　前記第１のメモリセルグループに含まれる不揮発性メモリセルのゲート長は、前記第２
のメモリセルグループに含まれる不揮発性メモリセルのゲート長と異なることを特徴とす
る請求項１に記載の半導体集積回路装置。
【請求項１２】
　前記第１のメモリセルグループは選択ゲート線に隣接し、前記第１のメモリセルグルー
プに含まれる不揮発性メモリセルのゲート長は、前記第２のメモリセルグループに含まれ
る不揮発性メモリセルのゲート長と異なることを特徴とする請求項１に記載の半導体集積
回路装置。
【請求項１３】
　前記第１のメモリセルグループは選択ゲート線に隣接し、前記第１のメモリセルグルー
プに含まれる不揮発性メモリセルのゲート長は、前記第２のメモリセルグループに含まれ
る不揮発性メモリセルのゲート長と同じであることを特徴とする請求項１に記載の半導体
集積回路装置。
【請求項１４】
　前記しきい値電圧の設定内容は、不揮発性メモリセルに記憶することを特徴とする請求
項１に記載の半導体集積回路装置。
【請求項１５】
　前記しきい値電圧の設定内容は、書き込み動作、あるいは読み出し動作、あるいは消去
動作の前に設定内容を読み出し、読み出した結果に応じて、書き込みベリファイ読み出し
時のワード線電圧、あるいは消去ベリファイ読み出し時のワード線電圧、読み出し時のワ
ード線電圧を可変とすることを特徴とする請求項１４に記載の半導体集積回路装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００４】
　この発明の一態様に係る半導体集積回路装置は、半導体チップと、前記チップに配置さ
れた、複数の書き換え可能な不揮発性メモリセルを含む第１のメモリセルグループと、前
記チップに配置された、複数の書き換え可能な不揮発性メモリセルを含む第２のメモリセ
ルグループと、を備え、前記不揮発性メモリセルへのデータの書き込み時において、しき
い値電圧の低電圧側をベリファイする際のベリファイ電圧を可変にする。
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